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(54)【発明の名称】 ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  ＥＬ表示装置において、周辺回路の設計を容
易にし、半導体チップの安全性を向上させる。
【解決手段】  昇圧コイル２２、ダイオード２３、スイ
ッチング素子１、および発振器１０により電源電圧Ｖｃ
ｃを昇圧して昇圧信号ＶＤＣを生成し、スイッチング回
路６０により昇圧信号をスイッチングしてＥＬ素子５１
を充放電させて発光させるＥＬ表示装置であって、スイ
ッチング素子がオンの期間に、スイッチング素子に流れ
る素子電流を検出して、検出電圧信号に変換する素子電
流検出回路２と、検出電圧信号が基準電圧より大きくな
った場合に、スイッチング素子をオフにする保護回路５
とを設けた。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  昇圧コイルと、ダイオードと、スイッチ
ング素子と、発振器とにより直流電源の電源電圧を昇圧
して昇圧信号を生成し、スイッチング回路により前記昇
圧信号をスイッチングしてＥＬ素子を充放電させて発光
させるＥＬ表示装置であって、
前記スイッチング素子がオンの期間に、前記スイッチン
グ素子に流れる素子電流を検出して、検出電圧信号に変
換する素子電流検出回路と、
前記検出電圧信号が基準電圧より大きくなった場合に、
前記スイッチング素子をオフにする保護回路とを備えた
ことを特徴とするＥＬ表示装置。
【請求項２】  前記スイッチング素子は高耐圧Ｎチャネ
ルＭＯＳＦＥＴであることを特徴とする請求項１記載の
ＥＬ表示装置。
【請求項３】  前記保護回路は、
前記基準電圧を発生する基準電圧源と、
一方の入力端子に供給される前記検出電圧信号と、他方
の入力端子に供給される前記基準電圧とを比較する比較
器と、
前記比較器からの出力信号に基づいて、前記スイッチン
グ素子をオフにする制御回路とを含むことを特徴とする
請求項１記載のＥＬ表示装置。
【請求項４】  少なくとも前記スイッチング素子と、前
記発振器と、前記スイッチング回路と、前記素子電流検
出回路と、前記保護回路とを同一の半導体基板上に集積
化したことを特徴とする請求項１記載のＥＬ表示装置。
【請求項５】  前記基準電圧源は、前記電源電圧に応じ
て前記基準電圧の値を可変設定することを特徴とする請
求項１記載のＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、保護機能を備えた
ＥＬ表示装置に関し、特に昇圧コイル等を外付けした半
導体集積回路を用いたＥＬ素子の駆動回路が適用される
表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】以下、従来のＥＬ表示装置の構成につい
て、図４を参照して説明する。
【０００３】図４は、従来のＥＬ表示装置の構成図であ
る。図４において、２０は、直流電源２１の電源電圧Ｖ
ｃｃを昇圧してＥＬ素子５１に印加する電圧を生成する
昇圧回路、６０は、ＥＬ素子５１に対する印加電圧の極
性を反転させて交流信号を生成するスイッチング回路、
１０は発振器、７は発振器１０からのパルス信号を昇圧
回路２０に出力するゲートドライバ、１１は発振器１０
からのパルス信号を分周し、スイッチング回路６０に出
力する分周回路、１００は半導体基板上に集積化される
領域を示している。
【０００４】昇圧回路２０は、一端が直流電源２１に接
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続された昇圧コイル２２と、アノードが昇圧コイル２２
の他端に接続され、カソードがスイッチング回路６０に
接続され、昇圧コイル２２に対して逆方向の電圧が印可
されるのを阻止するためのダイオード２３と、ソース電
極が接地され、主電極としてのドレイン電極が昇圧コイ
ル２２とダイオード２３の共通接続部に接続されたコイ
ル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１とから構成されてい
る。コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１のゲート電
極は、ゲートドライバ７を介して発振器１０に接続され
る。
【０００５】スイッチング回路６０は、ＥＬ素子５１へ
の印加電圧の極性反転用のスイッチとしてのスイッチン
グ素子５６、５８と、ＥＬ素子５１の放電用のスイッチ
ング素子５７、５９と、反転器６１とからなる。
【０００６】次に、このように構成された従来のＥＬ表
示装置の動作について、図５および図６を参照して説明
する。
【０００７】図５は、図４の昇圧回路２０におけるコイ
ル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１のオン／オフ時の電
流・電圧波形を示す図である。
【０００８】コイル駆動用NチャネルＭＯＳＦＥＴ１の
ゲート電圧の発振周波数は、発振回路１０で決まる。
【０００９】図５において、昇圧コイル２２とダイオー
ド２３との共通接続部の電圧をＶＣＩＬで、コイル駆動
用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１に流れるドレイン電流をＩ
ＣＩＬで示す。
【００１０】図５に示すように、ゲートドライバ７の出
力信号がハイレベルの期間には、コイル駆動用Ｎチャネ
ルＭＯＳＦＥＴ１がオンとなり、コイル駆動用Ｎチャネ
ルＭＯＳＦＥＴ１にドレイン電流ＩＣＩＬが流れる。
【００１１】ゲートドライバ７の出力信号がローレベル
のときは、コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１はオ
フとなり、ドレイン電流ＩＣＩＬは流れない。コイル駆
動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１に流れる電流の最大値
は、昇圧コイル２２のインダクタンスと直流抵抗、電源
電圧、そしてコイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１の
オン抵抗とオン時間の長さにより決まる。
【００１２】ゲートドライバ７の出力信号がローレベル
になりコイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１がオフと
なった瞬間に逆起電圧ＶＬが生じる。
【００１３】図６は、図４のＥＬ表示装置における各部
の電圧波形図である。
【００１４】スイッチング回路６０の発振周波数は、発
振器１０の周波数を基に分周器１１によって分周されて
決まる。
【００１５】図６において、ＥＬ素子５１への出力信号
として、一方の端子電圧をＶＥＬで、他方の端子電圧を
ＶＥＬＢで示す。また、ダイオード２３のカソードと昇
圧電圧の安定化用コンデンサ２４との接続部の電圧をＶ
ＤＣ、ＥＬ素子５１の両極に印加される電圧をＶＥＬ－



(3) 特開２００２－３２４６６８

10

20

30

40

50

3
ＶＥＬＢとする。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の構成では、
コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１への電流ＩＣＩ
Ｌは、発振器１０の発振周波数、直流電源２１の電源電
圧Ｖｃｃ、昇圧コイル２２の能力等多くの要素によって
決まるため、周辺回路の設計時には、それぞれのバラツ
キを考え、コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１の電
流能力を超えないように十分に余裕をとる必要があり、
使用条件に応じてその都度検討しなければならなかっ
た。
【００１７】本発明は、かかる点に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、周辺回路の設計を容易にし、半導
体チップの安全性を向上させたＥＬ表示装置を提供する
ことにある。
【００１８】
【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた
め、本発明に係るＥＬ表示装置は、昇圧コイルと、ダイ
オードと、スイッチング素子と、発振器とにより直流電
源の電源電圧を昇圧して昇圧信号を生成し、スイッチン
グ回路により昇圧信号をスイッチングしてＥＬ素子を充
放電させて発光させるＥＬ表示装置であって、スイッチ
ング素子がオンの期間に、スイッチング素子に流れる素
子電流を検出して、検出電圧信号に変換する素子電流検
出回路と、検出電圧信号が基準電圧より大きくなった場
合に、スイッチング素子をオフにする保護回路とを備え
たことを特徴とする。
【００１９】このＥＬ表示装置において、スイッチング
素子は高耐圧ＮチャネルＭＯＳＦＥＴであることが好ま
しい。
【００２０】また、保護回路は、基準電圧を発生する基
準電圧源と、一方の入力端子に供給される検出電圧信号
と、他方の入力端子に供給される基準電圧とを比較する
比較器と、比較器からの出力信号に基づいて、スイッチ
ング素子をオフにする制御回路とを含むことが好まし
い。
【００２１】また、少なくともスイッチング素子と、発
振器と、スイッチング回路と、素子電流検出回路と、保
護回路とを同一の半導体基板上に集積化することが好ま
しい。
【００２２】さらに、基準電圧源は、電源電圧に応じて
基準電圧の値を可変設定することが好ましい。
【００２３】上記の構成によれば、保護回路により、ス
イッチング素子に流れる電流を制限する保護機能が働く
ので、多様な周辺回路条件に対してもＥＬ表示装置の安
全性を保証することができ、また周辺回路の設計が容易
になる。
【００２４】さらに、基準電圧源が電源電圧に応じた基
準電圧を発生するので、電源電圧が高く、スイッチング
素子の電流能力が高い場合に、必要以上に素子電流を制
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限することなく、安全なＥＬ表示装置を得ることができ
る。
【００２５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
について、図面を参照しながら説明する。
【００２６】図１は、本発明一実施形態によるＥＬ表示
装置の構成を示す回路ブロック図である。なお、図１に
おいて、図４と同一の機能を有する要素には、同一符号
を付して説明を省略する。
【００２７】図１において、２は素子電流検出回路、５
は保護回路である。保護回路５は、基準電圧源４と、比
較器３と、制御回路６とからなる。
【００２８】次に、このように構成されたＥＬ表示装置
の動作について、図２を参照して説明する。
【００２９】図２は、図１のＥＬ表示装置における各部
の電流電圧波形図である。
【００３０】コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１に
流れる電流ＩＣＩＬは、素子電流検出回路２によって検
出され、検出電圧信号ＶＤＳに変換される。比較器３に
は、検出電圧信号ＶＤＳと基準電圧源４からの基準電圧
信号ＶＲが入力されて、検出電圧信号ＶＤＳが基準電圧
信号ＶＲよりも大きくなると、比較器３はハイレベル信
号を出力し、このハイレベル信号を制御回路６が受け
て、コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１のゲート電
極を直ちにローレベルにし、コイル駆動用ＮチャネルＭ
ＯＳＦＥＴ１をオフにする。
【００３１】コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１が
オフになると、コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１
のドレイン電流ＩＣＩＬが流れなくなるため、比較器３
はローレベル信号を制御回路６に出力し、制御回路６
は、発振器１０からのパルス信号をコイル駆動用Ｎチャ
ネルＭＯＳＦＥＴ１のゲート電極に供給する。
【００３２】したがって、図２に示すように、発振周波
数は変化せず、コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１
のオン時間が短くなり（従来の破線から実線へと電流Ｉ
ＣＩＬの波形が変化）、オフ時間が長くなるので、コイ
ル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ１の電流能力を超えな
いように、電流を制限する保護機能を働かせることがで
きる。
【００３３】さらに、基準電圧源４からの基準電圧信号
ＶＲが、電源電圧Ｖｃｃに応じて変化するようにすれ
ば、電源電圧Ｖｃｃが高く、コイル駆動用ＮチャネルＭ
ＯＳＦＥＴの電流能力が高い場合に、必要以上に素子電
流ＩＣＩＬを制限することなく、安全なＥＬ表示装置を
得ることができる。
【００３４】また、図１では、ＥＬ素子５１の両極をス
イッチングするスイッチング回路６０をプッシュプル駆
動の構成としたが、図３のような、２つのスイッチング
素子５６、５７を用いたシングル駆動においても同様の
効果を得ることができる。
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【００３５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴの電流能力を超え
ないように、電流を制限する保護機能を働かせることが
できるので、周辺回路の設計を容易にし、半導体チップ
の安全性を向上させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施形態によるＥＬ表示装置の構
成を示す回路ブロック図
【図２】  図１のＥＬ表示装置における各部の電流電圧
波形図
【図３】  従来のＥＬ表示装置の構成を示す回路ブロッ
ク図
【図４】  従来のＥＬ表示装置の動作を説明する波形図
である。
【図５】  図４のコイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ
１のオン／オフ時における電流電圧波形図
【図６】  図４のＥＬ表示装置における各部の電圧波形
図

6
【符号の説明】
１  コイル駆動用ＮチャネルＭＯＳＦＥＴ
２  素子電流検出回路
３  比較器
４  基準電圧源
５  保護回路
６  制御回路
１０  発振器
１１  分周回路
２０  昇圧回路
２１  直流電源
２２  昇圧コイル
２３  ダイオード
２４  安定化用コンデンサ
５１  ＥＬ素子
５６、５８  極性反転用のスイッチング素子
５７、５９  放電用のスイッチング素子
６０  スイッチング回路

【図１】
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【図５】
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